Low power HF transistors
HF-Transistoren
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BF818 See FET, page2?3
BF900 | See FET, page213
BF905 | See FET, page213
BF906 30 25 3 50 3501150} 20~120 10 2 200 0,6' 10 2,5"|°10 2 100 |P 116b
BF936 30 20 4 25 2501150 25- °10 1 350" 6 °10 |°1 200 |P|NS140b
BF961 See FET, page
BF967 | 30 30 |3 20 { 160{150{ 16~60 °10 {°3 700 | 0,45 10 5 °10 {°3 |80y {P|NSI39c
EFQIC0 | See FET, page213
BFQI 1 See |[FET, page213
BFQ12 See |FET, page213
BFQ13 See |FET, page213
BFQl4 | See |[FET, page213
BFQI5 | See |FET, page213
BFQI6 | See |FET, page213
BFQ17 25 300 |1000 25 12001 6 NjNS351
BFQ18 25 300 |1000 30 3500! 8 N| NS351
BFQ19 15 150} 500 30 5000! 3,3 N| N§351
p|BFQ20 | See [FET, page213
p|BFQ21 | See |[FET, page213
BFQ25 | See |FET, page213
BFQ26 | See |FET, page213
BFQ31 30" 15" 3" 100 | 200150 20 1 3 600 1,7 10 0,4 10 1 6 6 1 60 |Ny{NSi33a
BFQ31A | 30" 15" 3" 100 | 200|150(100 1 3 600 1,7 10 0,4 10 1 6 6 1 60 |N|NSI33a
BFQ31AR 30" 15" 3" 100| 200150100 1 3 600 1,7 10 0,4 10 1 6 6 1 60 |N|[NSI33b
BFQ31R{ 30" 15" 3" 100§ 200|150/[100 1 3 600 1,7 10 0,4 10 1 6 6 1 60 |N[NSI33b
BFQ35 |160 160 5 200 | 800|200 | 50-400 5 j10 80 (12 10 0,5 5 10,25 P 112Bal
BFQ36 |250 250 5 200 800200 40-350 5 {10 80 (12 10 0,5 510,25 P 112Ba
BFQ37 {300 300 5 200| 3001{200( 30-300 5 (10 80 |12 10 0,5 510,25 P 112Ba
p |BFQ38 1300 250 5 1000 | 600 [125] 25 5 |50 20 500 50 4 N 112b
p IBFQ39 (300 300 5 1000 | 600({125! 25 5 |50 20 200 25 11,25 N 112b
p |BFQ40 (450 350 5 10001 5001125) 25 5 150 20 500 50 4 N 112%
BFRI10 75 40 6 3001200} 60-120 10 150 250 8 10 0,22 |150 15 N 112Ba
BFRI11 75 40 6 4001200 60~120 10 |150 250 8 10 0,22 150 15 N 110a
BFR14 12 3,51 30 250|150 25 6 5 3,4 0,87 10 5 10 3 2000{ N{ NS240
BFR14A{ 20 12 3,5| 30 250175 | 30- 6 5 |5000°" 3 10 3 2000| N| NS169A
p [BFR14B 12'| 2,5' 30 2504175} 30 35 6 5 16000 0,65 °6 4 10 3 2000§ N
BFR15 12 3,5| 30 2601150 25 6 5 3 1,1 10 5 6 2 800| N 110Aa
BFRI6 | 60 60 | 8 360|200 |150-490 |3,5 5 1 70 | 6 510,35 1] 0,1] 4 5 {0,01| 200|N 110a
BFR17 60 60 8 360 (200|450 3,5 5 1 70 6 5 0,35 1 0,1 4 5 10,01 200(N 110a
BFR18 85 55 7 500(200| 60-180 |3 I {150 60 120 10 0,25 |150 15 7 10 | 0,03 200|N 110a
BFR19 75 35 7 800|200 | 40-120 |3 1 |150 60 (20 10 0,25 (150 I5 7 10 |0,03| 200|N 112b
BFRZ0 75 35 7 800200 | 90-450 |3 1 |150 60 (20 10 0,25 1150 15 N 112b
BFR21 [120 70 7 800 (200 40 2,5 1 [150 60 |20 10 0,25 |150 15 N i12b
BFR22 120 65 7 1000 5Wb {200| 40-120 10 [150 15 10 0,15 |150 15 N 112Ba
BFR27 {160 400 600 30-120 2 200 15 10 N 112b
BFR28 30 20 3 50 200 (200]| 30 5 5 400 [°0,95 °10 4,5 10 2 200|N
BFR29 | See FET, page213
BFR30 | See FET, page213
BFR31 See FET, page213
BFR34 12 3,5] 30 2001257 25 6 5 3 0,75 10 5,5 10 3 2000 N} NS130b
BFR34A 12 3,5| 30 200 (125 25- 6 5 |4500' 2,5 6 2 800| N| NS133a
BFR35 12 3,5| 30 200 (125| 25 6 5 3 0,7 10 5,5 10 3 2000 N{ NS133a
(") typical value (b) Tcase = 25°C [:EEE]
(") minimum value
(!) maximum value
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